
TESTAREA FUNCŢIONALĂ A 
MEMORIEI



NOŢIUNI DE BAZĂ ŞI DEFINIŢII

Metodele testării funţionale  a memoriei se basează pe compararea 

variabilelor de ieşire a circuitului testat cu semnale etalon.

Schema de principiu a ecchipamentelor pentru verificarea funcţională a 

memoriei:

A – adresa locaţiei de memorie la care

se face apelul;

Di – datele care se înscriu în locaţia

respectivă;

C – semnale de control care determină

regimul de lucru al dispozitivului (înscriere,

citire...);

De – datele etalon care sunt comparate

cu datele de ieşire Do.



TESTE ALGORITMICE FUNCŢIONALE

În prezent pentru testarea memoriei se folosesc aşa numitele teste algoritmice funcţionale care 

reprezintă o succesiune de vectori binari-tip aplicaţi la intrările A şi Di în conformitate cu un 

algoritm. De regulă se folosesc vectori binari de tipul: 00...0, 11...1, 1010...

Semnalul etalon se generează de regulă la fel algoritmic, sau poate fi utilizată o memorie 

etalon.

Testele algoritmice trebuie să satisfacă 2 condiţii:

1. Să asigure un nivel înalt de verificare;

2. Să fie destul de scurte pentru a asigura o durată acceptabilă a procesului de verificare.



TESTE PENTRU MEMORIA RAM

• Defecte pentru decodificator:

• 1. Lipsa selecţiei. (Nu se activează nici o ieşire a DC).

• 2. Selecţie multiplă. (Pentru câteva adrese diferite se 

activează aceiaşi ieşire).

• 3. Selecţie nedeterminată. (Pentru aceiaşi adresă se 

activează simultan câteva ieşiri).

DC – decodificator de adrese, care constă din

2 decodificatoare – a rândului şi a coloanei;

CC – circuit de control;

BDi şi BDo – circuitele informaţionale de

intrare şi de ieşire;

M – matricea de elemente de memorare.

Pentru matricea M:

1. Lipsa înscrieii. (Nu se înscrie 0 sau 1 în

locaţia de memorie: 1, 0).

2. Însriere falsă. (Din cauza legăturilor

galvanice, capacitative dintre elemente).

3. Citire falsă. (Din cauza configuraţiei

nefavorabile de date din elementele vecine).



În dependenţă de numărul de cicluri „înscriere-citire”, testele algoritmice pentru 

verificarea memoriei RAM; se clasifică în 3 grupe: N, N2 и N3\2 , unde N este 

numărul de locaţii ale memoriei.



TESTE LINIARE N

Testul „înscrierea şi citirea consecutivă”

1. În toate celulele de memorie se înscrie 

fonul 0.

2. Informaţia se citeşte şi se compară cu cea 

etalon.

3. În toate celulele de memorie se înscrie 

fonul 1.

4. Informaţia se citeşte şi se compară cu cea 

etalon.

Lungimea testului – 4N. Testul

permite detectarea parţială a lipsei de

înscriere în celulele de memorie.

Testul „tabela de şah”

1. În toate celulele de memorie cu adresă pară se

înscrie 0, iar în cele impare 1.

2. Informaţia se citeşte şi se compară cu cea

etalon.

3. În toate celulele de memorie cu adresă pară se

înscrie 1, iar în cele impare 0.

4. Informaţia se citeşte şi se compară cu cea

etalon.

Lungimea testului este de de 4N.

Testul permite detectarea tuturor

defectelor de înscriere falsă în celulele de

memorie şi parţial a defectelor de citire

falsă. La fel permite şi detectarea parţială

a lipsei de selecţie şi a selecţiei

nedeterminate.



Lungimea testului este de 10N. Testul permite

verificarea tuturor defectelor de înscriere în celulele de

memorie şi verificarea parţială a tuturor celorlalte defecte

pentru memorie şi decodificator.



TESTE DE TIPUL N2

Specificul acestor teste este transmiterea şi verificarea informaţiei în pereche 

între orice 2 celule de memorie a circuitului testat. 

Aceasta permite depistarea efectivă a defectelor statice şi dinamice a 

circuitelor RAM. 

Dar aplicarea acestor teste este limitată din cauza timpului foarte mare de 

verificare. 

Ele se utilizează doar în cazul necesităţii unei verificări foarte drastice a 

memoriei. 



Lungimea testului este 2(2N2+2N).

Permite verificarea totală a defectelor

memoriei şi decodificatorulu.

Pentru N=64K şi durata unui ciclu de

citire/înscriere de 200ns durata testului este:

T=2(2N2+2N)2000sec.



TESTE DE TIPUL N3/2

Au apărut ca rezultat al unui compromis între durata testului şi calitatea 

verificării pentru circuitele VLSI de memorie. 

Lungimea acestor teste este cu mult mai mică decât a celorde tipul N2 deoarece 

se analizează doar elementele de memorie vecine. 



TESTUL „COLONIŢA ÎN FUGĂ”

1. Înscrierea fonului 0.

2. Înscrierea în coloana curentăa valorii 1 logic. 

3. Citirea şi verificarea tuturor celulelor de memorie.

4. Înscrierea lui 0 în celulele din coloană şi trecerea la următoarea coloană. 

5. Se repetă punctele 2-4 pentru toate coloanele.

6. Inversarea şi repetarea testării.

Lungimea testului este de 2(N3/2+3N).

Permite depistarea totală a defectelor pentru celulele de

memorie şi parţială a tuturor defectelor decodificatorului.
Pentru N=64K, T9 sec.



TESTAREA MEMORIEI RAM DINAMICE (DRAM)

În memoria DRAM informaţia se păstrează un timp limitat şi e necesară împrospătarea 

periodică a ei. 

Testul „tabelul de şah cu regenerare”

1. În toate celulele de memorie cu adresă pară se înscrie 0, iar în cele impare 1.

2. Pauză egală cu tref.

3. Informaţia se citeşte şi se compară cu cea etalon.

4. Inversarea şi repetarea testului.



TESTAREA MEMORIEI ROM

Cel mai simplu test constă în citirea informaţiei încorporate şi compararea ei cu 

informaţia etalon. Uneori ultima locaţie conţine suma de control a informaţiei 

încorporate, ceea ce permite testarea fără informaţia etalon. 

Teste mai complicate se elaborează în baza testelor algoritmice funcţionale 

luând în consideraţie tehnologia de programare şi reprogramare a memoriei 

ROM. 


